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次世代機能性プロセス・材料創製技術
の開発研究
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プロジェクトの目的
「機能集積化知能デバイスの開発・研

究」に使用が期待される新機能性材料の
製造・加工法ならびに評価技術，および
これらの材料を用いた①～④の要素技術
の開発研究を行う。

①フィルタードアークプラズマ蒸着システムと高機能硬質カーボン膜

②大気圧パルスアークプラズマと表面処理

③カーボンナノ材料の成長技術と特性評価

④カーボンナノ材料のエネルギーデバイスへの応用

2020年度の目的と成果
フィルタードアーク蒸着法を用いた硬質アモルファスカーボン膜の厚膜形成

–本研究室独自のT字状フィルタードアーク蒸着（T-FAD）装置を用いて，硬質アモルファスカーボン膜の厚膜形

成を試みた。硬質アモルファスカーボン膜は，膜厚が増すほど膜内部応力によって，基板から剥離しやすくなる。

基板と硬質膜の間に，軟質カーボン中間層を配した剥離しない硬質厚膜の設計指針を得た。
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T-FAD装置のDLC
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基板バイアス電圧

ta-C(target) ：目的膜

基板 ：SiO2(100 nm)/Si

[1]T字状フィルタードアーク蒸着装置
(T-FAD : T-shape filtered arc deposition)
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中間層の膜密度 (g/cm3)
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○：剥離なし ×：完全剥離
△：一部剥離（大気で剥離が進行）
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